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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table 2, VCC = +5.0V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)

+5.0V Upconverter Curves
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table 2, VCC = +5.0V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)

+5.0V Upconverter Curves
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table 2, VCC = +3.3V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)

+3.3V Upconverter Curves
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table 2, VCC = +3.3V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)

+3.3V Upconverter Curves
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table 2, VCC = +3.3V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table 2, VCC = +3.3V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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端子説明	

端子 名称 機能

1, 6, 8, 14 VCC 電源。できる限り端子の近くに配置した0.01µFのコンデンサでGNDにバイパスしてください。

2 RF
シングルエンド50Ω RF入力/出力。内部で整合され、バランを通してGNDにDC短絡されています。
必要に応じてDCブロッキングコンデンサを用意してください。コンデンサによって若干のRFの整合
を多少調整することも可能です。

3, 4, 5, 10, 
12, 13, 17

GND
グランド。内部でエクスポーズドパッドに接続されています。すべてのグランド端子とエクスポーズド
パッド(EP)を相互に接続してください。

7 LOBIAS
LOアンプバイアス制御。LOバッファ用の出力バイアス抵抗です。698Ω ±1%の抵抗(公称バイアス
条件)をLOBIASとグランドの間に接続してください。この抵抗を流れる最大電流は3mAです。

9, 15 GND
グランド。内部で接続されていません。これらの端子はグランドに接続するか、または未接続のまま
にしてください。

11 LO
局部発振器入力。この入力は内部で50Ωに整合されています。入力DCブロッキングコンデンサが 
必要です。コンデンサによってLOの整合を多少調整することも可能です。

16, 20 GND グランド。すべてのグランド端子とエクスポーズドパッド(EP)を相互に接続してください。

18, 19 IF-, IF+ ミキサ差動IF出力/入力

— EP
エクスポーズドパッド。内部でGNDに接続されています。このエクスポーズドパッドを、複数のグランド 
ビアを使用したPCBパッドにはんだ付けして、デバイスからPCBのグランドプレーンへの熱伝導を提
供してください。記載されたRF性能を達成するためにも、これらの複数ビアのグランドが必要です。
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詳細	
2300MHz〜2900MHzの帯域でローサイドLO注入ミキサ
として使用した場合、MAX2042は+36dBmのIIP3を提供
して、雑音指数と変換損失の値はそれぞれわずか7.3dB 
(typ)と7.2dB (typ)です。内蔵のバランと整合回路によって、
RFおよびLOポートに対する50Ωのシングルエンドインタ
フェースが可能になっています。内蔵のLOバッファはミキ
サコアに高い駆動レベルを提供して、MAX2042の入力で
必要となるLO駆動を-3dBm〜+3dBmの範囲に減少させて
います。IFポートには差動インタフェースを採用しており、
強化された2RF - 2LO性能の提供に最適です。

広範な周波数範囲にわたって仕様が保証されており、WCS、
LTE、WiMAX、およびMMDSの基地局での使用が可能で
す。MAX2042は、RF入力範囲2000MHz〜3000MHz、
LO範囲1800MHz〜2800MHz、およびIF範囲50MHz
〜500MHzでの動作が保証されています。外付けのIF 
トランスで下限の周波数範囲が設定されます(詳細につい
ては｢標準動作特性｣を参照)。これらの範囲を超えた動作
も可能です(追加情報については｢標準動作特性｣を参照)。

RFインタフェースとバラン
MAX2042のRF入力は、直列DCブロッキングコンデンサ
と組み合わせた場合、50Ωの整合を提供します。内蔵の
バランを通して入力が内部でグランドにDC短絡されるた
め、このDCブロッキングコンデンサが必要です。8.2pF
のDCブロッキングコンデンサを使用した場合、RFポート
の入力反射減衰量は2500MHz〜2900MHzのRF周波数
範囲で15dB (typ)です。

LO入力、バッファ、およびバラン
MAX2042はローサイドのLO注入アプリケーション向けに
最適化されており、LO周波数範囲は1800MHz〜2800MHz
です。LO入力は内部で50Ωに整合されており、2pFのDC
ブロッキングコンデンサのみを必要とします。2段の内蔵
LOバッファによって、-3dBm〜+3dBmのLO入力パワー
範囲に対応しています。内蔵の低損失バランとLOバッファ
の組み合わせが、二重平衡ミキサを駆動します。LO入力
からIF出力までのインタフェースと整合のためのすべての
部品がチップ上に集積化されています。

高リニアリティミキサ
MAX2042の中核は、二重平衡、高性能パッシブミキサ
です。内蔵LOバッファの大きなLO振幅によって、非常に優
れたリニアリティが提供されます。IIP3、2RF - 2LO除去、
および雑音指数性能は、それぞれ+36dBm (typ)、70dBc 
(typ)、および7.3dB (typ)です。

差動IFインタフェース
MAX2042は50MHz〜500MHzのIF周波数範囲を備え
ており、下限周波数は外付けIF部品の周波数応答に依存
します。

MAX2042の差動ポートは、強化された2RF - 2LO性能の 
提供に最適です。ミキサのIFポートで差動IFアンプまたは
SAWフィルタを使用することもできますが、外部のDC成
分がミキサのIFポートに入るのを防ぐためにIF+/IF-の両
方のポートにDCブロックが必要になります。標準的なア
プリケーションでは、通常はMABAES0029のような1:1
トランスを使用して50Ωの差動インタフェースを50Ωの
シングルエンドインタフェースに変換します。このデータ
シートで示すデータには、このトランスの損失が含まれて
います。さらに、IF-とグランドを短絡させ、IF+とグランド
の間を1kΩの抵抗で接続することによって、IF+に入出力
されるシングルエンドのAC結合された信号をIFインタ 
フェースで直接サポート可能です。

アプリケーション情報	
入出力の整合
RF入力は、直列DCブロッキングコンデンサとの組み合わ
せで50Ωの整合を提供します。2000MHz〜3000MHz
のRF周波数範囲に対して、8.2pFのコンデンサ値を使用
してください。LO入力は内部で50Ωに整合されています。
2pFのDCブロッキングコンデンサを使用することで、
1800MHz〜2800MHzの範囲の動作に対応します。IF出
力インピーダンスは50Ω (差動)です。評価を行うために、
外付けの低損失1:1 (インピーダンス比)バランでこのイン
ピーダンスを50Ωのシングルエンド出力に変換します(｢標
準アプリケーション回路｣を参照)。

省電力モード
MAX2042は、外付け抵抗で内部バイアス電流を設定する
ための1つの端子(LOBIAS)を備えています。この抵抗の
公称値を、表1および2に示します。公称値より大きな値の
抵抗を使用した場合、若干の性能低下という代償と引き
換えに電力損失が低減します。｢標準動作特性｣を参照して、
電力と性能のトレードオフを評価してください。±1%の抵
抗を容易に入手することができない場合は、±5%の抵抗
で代用してください。

オプションの電源電圧である+3.3Vでミキサを動作させる
ことによっても、消費電力の大幅な削減を実現することが
可能です。それによって、全体の消費電力が最大で43%減
少します。｢+3.3V Supply AC Electrical Characteristics 
(+3.3V電源AC電気的特性)｣の表および｢標準動作特性｣
の項の該当する+3.3Vのグラフを参照して、電力と性能の
トレードオフを評価してください。



LOバッファ内蔵、SiGe高リニアリティ、2000MHz〜 
3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ

M
A

X
2

0
4

2

______________________________________________________________________________________    25

表1. ダウンコンバータモードでの部品の値

表2. アップコンバータモードでの部品の値

レイアウトについて
適切に設計されたPCBは、すべてのRF/マイクロ波回路に
とって不可欠な部分です。損失、放射、およびインダクタ
ンスを低減するため、RF信号ラインはできる限り短くして
ください。最高の性能を得るため、グランド端子の配線を
パッケージ底面のエクスポーズドパッドに直接配線してく
ださい。PCBのエクスポーズドパッドは、PCBのグランド
プレーンに接続する必要があります。複数のビアを使用し
てこのパッドをより低レベルのグランドプレーンに接続する
ことを推奨します。この方法によって、良好なRF/熱伝導
経路がデバイスに提供されます。デバイスパッケージ底面
のエクスポーズドパッドをPCBにはんだ付けしてください。

電源のバイパス処理
高周波回路の安定性にとって、電源の適切なバイパス処
理が不可欠です。表1および2を参照し、｢標準アプリケー
ション回路｣に示された各コンデンサで各VCC端子をバイ
パスしてください。

エクスポーズドパッドのRF/熱について
MAX2042の20ピンTQFNパッケージのエクスポーズド 
パッド(EP)は、ダイへの低熱抵抗の経路を提供します。
MAX2042を実装するPCBは、EPから熱を伝導するように
設計することが重要です。さらに、EPから電気的グランド
への経路が低インダクタンスになるようにしてください。
EPは、直接またはメッキ処理されたビアホールのアレイ
を通じてPCBのグランドプレーンにはんだ付けする必要が
あります。

DESIGNATION QTY DESCRIPTION COMPONENT SUPPLIER

C1 1 8.2pF microwave capacitor (0402) Murata Electronics North America, Inc.

C2, C6, C8, C11 4 0.01FF microwave capacitors (0402) Murata Electronics North America, Inc.

C3, C9 0 Not installed, capacitors —

C5 0 Not installed, capacitor —

C10 1 2pF microwave capacitor (0402) Murata Electronics North America, Inc.

R1 1 698I Q1% resistor (0402) Digi-Key Corp.

T1 1 1:1 IF balun MABAES0029 M/A-Com, Inc.

U1 1 MAX2042 IC (20 TQFN) Maxim Integrated Products, Inc.

DESIGNATION QTY DESCRIPTION COMPONENT SUPPLIER

C1 1 8.2pF microwave capacitor (0402) Murata Electronics North America, Inc.

C2, C6, C8, C11 4 0.01FF microwave capacitors (0402) Murata Electronics North America, Inc.

C3, C9 0 Not installed, capacitors —

C5 0 Not installed, capacitor —

C10 1 2pF microwave capacitor (0402) Murata Electronics North America, Inc.

R1 1 698I Q1% resistor (0402) Digi-Key Corp.

T1 1 1:1 IF balun MABAES0029 M/A-Com, Inc.

U1 1 MAX2042 IC (20 TQFN) Maxim Integrated Products, Inc.
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標準アプリケーション回路	

NOTE: PINS 3, 4, 5, 10, 12, 13, AND 17 ARE ALL INTERNALLY
CONNECTED TO THE EXPOSED GROUND PAD. CONNECT
THESE PINS TO GROUND TO IMPROVE ISOLATION.

PINS 9 AND 15 HAVE NO INTERNAL CONNECTION BUT CAN BE
EXTERNALLY GROUNDED TO IMPROVE ISOLATION.
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Maximは完全にMaxim製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。
Maximは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。
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